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デバイス表面の絶縁膜部分は親水化接合、金属電極部分は熱拡散接合を用いるハイ
ブリッドボンディングによって接着したシリコンチップの断面をイオンミリングに
よってエッチングし、チップ接合界面の接合状態を評価する。

実験
Experimental

表面にシリコン酸化膜及びCu電極を形成したシリコンウエハをチップサイズにカッ
トして親水化処理を行った後、同様に酸化膜・Cu電極が形成されたシリコンウエハ
上にボンディングを行いチップとウエハを接合した。接合後はアニール処理を行い、
ウエハをチップと同等のサイズにカットした。このサンプルに対しクロスセクショ
ンポリッシャ(ALD付帯、AT-032)で断面ミリング加工を行い、チップ側面をエッチ
ングする事で平滑な接合面を露出させた。図1にエッチング工程のイメージ図を示
す。露出面はPt蒸着を行った後、FE-SEM（AT-004）にて観察を実施した。

結果と考察
Results and Discussion

図2に接合界面部分のFE-SEM画像を示す。シリコン酸化膜の接合部分・Cu電極の
接合部分共に明瞭に観察出来ており、シリコン酸化膜部分は空隙なく接合されてい
る事、Cu電極部分は概ね空隙なく接合されているが端部には若干の空隙が存在して
いることが確認された。接合界面部分で観察に支障をきたすレベルの傷・ダメージ
は見受けられず、ミリング加工はハイブリッドボンディングの接合界面を観察する
ために有効な手法であると考えられる。
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図1：クロスセクションポリッシャによる断面露出方法
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図2：ハイブリッドボンディングサンプルの接合界面SEM画像
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